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SOLUCION PRACTICA CALIFICA N°1

1. PROBLEMA N°1

Determinar la corriente | para cada una de las configuraciones de la figura N° 1 empleando

el modelo equivalente aproximado del diodo.
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Fig. N°1: Configuraciones del Diodo

Resolucién 1la:

100
———AAA
_ Si i
12V = I =0mA Debido a que el diodo esta abierto
+

(a)

Resoluciéon 1b:

wy
i Por la ley de Kirchhoff ley de mallas:
si
élﬂﬂ Ta V0o =20-0.7v=19.3v
1 00 | = 19.3v
200
| =0.965A

®

Resolucién 1c:

Los diodos estan abiertos entonces Por la ley de Ohm

I Si l

+ ' | = 10v
10V §|on 100
B si | =1A

{c) .
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2. PROBLEMA N°2
Determine Vo para la configuracion de la figura N° 2
5V
5V v - A
e A _ I
s si R Si
f ) 3V ) oV
—p A oy, o o ot ——sv,
Si si Ge S
§ 22 kG2 1k 22 k02 § 1 k0
a3V v =
Fig. N°2: Determinar VO
Resolucidn 2a:
_5 V - -, . .
‘Fﬁﬂﬂ"ﬂ* OV En el terminal es mas positivo que —5V por lo tanto el diodo
S superior esta apagado y el diodo inferior esta en conduccion
0V
—pl v,
si

V,=0v-0.7v=-0.7v

V,=-0.7v

Desde todas los terminales del sistema son de 10V

-5y
Resolucion 2b:
10V |
si
v
o N G
Si
Lk
10V

I =0A
Vo = LR, +10v
V, =10v
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Resolucién 2c:

Resolucién 2d:

=3V o

Si

oV

e —T

5i

El diodo de Silicio requiere mas nivel de voltaje que el diodo de
Germanio, al incrementarse hasta 5V el diodo de Germanio entra en
estado de conduccion y mantendra su nivel a 0.3V y el diodo de
Silicio nunca alcanzar su estado de conduccion

V, =5v-0.3v
V,=4.7v

El diodo de Silicio con -5V en el catodo esta en estado de
conduccion mientras que en el otro esta apagado

V, =-5v-0.7v
V, =-4.3v
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3. PROBLEMA N°3

£>0 === Ré v

Fig. N°3: Problema 3

3.1 Considerando un modelo ideal para el diodo, determine que condicion debe cumplir K
para que el diodo siempre este encendido (ON)

3.2  Determinar latension V,,si K=2, R =R, =R

Resolucién 3.1:

Por la ley de Nodos:

L+1..1,=0
VimE Vi VoKV,
RO R R

N -E ViKY,

RO R R

R,.(2V,-E)+RV, KV,
R.R, R,

0

« R4 -E)+RV,
RV,

Resolucién 3.2:
RZ.(ZV1 - E)+ R1V1
RV,

ReemplazandoK =2, R, =R, =R enla ecuacion: K =

Obtenemos: 2RV, =2V,R-ER+RV,

V,=E
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4. PROBLEMA N°4

Se tiene una pastilla de Si a 300K, con una seccién de Imm? y una longitud de 5mm, dopada
uniformemente con Na=10"cm™. En un momento dado se ilumina la Oblea, dando lugar a

una generacion de portadores An=Ap=10“.cm>.
Datos 4, =1350cm’/Vis, 41, =460cm’ Vs, ni(300K) —10"°cm™

4.1 Calcular la resistividad de la muestra iluminada

4.2 Dicha pastilla se polariza segun figura N° 4 Calcular el incremento en tanto por ciento
de la corriente que circula a través por el hecho de iluminarla

Fig. N°4: Pastilla de Silicio

Resolucién 4.1:

Datos:

T =300°K

An=Ap=10“cm’ Na=10"cm™ Imm
ni(300K) —10°cm™ .
1, =1350cm? /s Si
4, =460cn’ Vs
Na=10"cm™

>

L=5mm
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1 1 1
=—— o= - o=
- A(Ng-tt, +N,.p2,) 1.6x10*° (N,.1350+10'.360)
oy = ?7?
o, =7?
ni?
Ndzme N, +AQ = Na+An
N, +10* = Na+10"
N, = Na=10"
(10°)
Ny = g8 =107
o, =0.0736
o, =0.2896
Py _ 1 3450
%1
PoTotal = 1384
Resolucion 4.2;
O'l. 0'2.
. 5x10° | _ 5x10°
! 0.7896.10°" 2 0.0736.10°
R, =17.625k<; R, =67.934kQ2
Luego: V =1IR
V=1R; V =1,R,
V = 1,x17.625; V = 1,x67.934

1,X17.625 = 1,X67.934
|, =1,3.96

Incremento =1, — ]
3.96

Incremento = @ x100%
3.96

Incremento = 74.74%
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